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(57) Изобретение относится к технологии полупроводниковых тонкопленочных гибридных
фотопреобразователей и может быть использовано при создании солнечных элементов и
панелей солнечных батарей, а также фотодетекторов и других типов фотопреобразователей.
Способ получения полупроводниковых тонкопленочных фотопреобразователей на основе
галогенидных перовскитов заключается в том, что в фотопреобразователе, содержащем
последовательно размещенные на подложке анодный электрод, селективно-транспортный
слой р-типа проводимости, фотопоглощающий слой, селективно-транспортный слой n-типа
проводимости и катодный электрод, жидкофазным методом наносят между селективно-
транспортным слоем n-типа проводимости и катодным электродом буферный слой, выполненный
в виде композита.
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